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CMOSプロセス・フロー概要 

• ウエル形成（n-MOSFETとp-MOSFETの分離） 

•素子分離形成（STI、LOCOS） 

• MOSFET形成 
• ゲート酸化膜形成 
• ゲート電極形成 
• サイドウォール形成（LDD構造） 
• ソース・ドレイン形成 

•配線形成 
• 層間膜形成、コンタクト（またはビア）形成、メタル配線形成 

•パッシベーション膜形成 
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CMOSプロセス・フロー（１） 
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CMOSプロセス・フロー（２） 
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CMOSプロセス・フロー（３） 
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CMOSプロセス・フロー（４） 
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CMOSプロセス・フロー（５） 
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（ホット・キャリア耐性向上） 
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CMOSプロセス・フロー（６） 
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CMOSプロセス・フロー（７） 
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CMOSプロセス・フロー（８） 
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CMOSプロセス・フロー（９） 

メタル配線形成 
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CMOSプロセス・フロー（１０） 

多層メタル配線 
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（窒化膜＋酸化膜） 
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CMOSプロセス・フロー（補足１） 
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FinFET（補足２） 

ゲート 
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